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Telefunken

Transistor S730T

Datasheet

S730T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronizche Kfz-Zindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bei hohan
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist.

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik
& Glaspassiviarung

@ Kurze Schaltzeiten

@ Grofe Spannungsfestigkeit bai hohean

@ Monolithischer NPN-Darlington Temperaturen
@ Hohe Sperrspannung
Abmessungen in mm -
an 1 _ J —
L [ o e

CEEL ] - 207

Zubehor
Isolierscheiben Best Mr. 181131
Montagechp Best, MNr. 191940

Absolute Grenzdaten
HKollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustieistung
Teans = 26°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemparaturbaraich

Uceo

T

Tana

PIUI

Tug

[CETET!

1200 =40 0

Kollgktor mit
Gehduse verbunden

Normgehduse
3B2DIM 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max. 20 g

400 v
10 A

15 A

25 A

80 W

150 °C
-65._+150 o
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Wiarmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehduse Ry 1.38 KW
KenngriBen

Tesss ™= 25 °C, falla nicht anders angegaben

Kollektorreststrom

Llgp = 400 W lesn 300 s

Uge = 400 V, Togee = 125 °C lcen 2 mA
HKollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lo=2 & Le= 0.8 mH, Fig. 1,23 Uricea 400 v
Kollektor-Sattigungsspannung

le=10A,lg=04 A UrEsar 3 W
Kaollektor-Basis-Gleichstromvarhilinis

Usg=3V, Izc= 5A b 150

le=10A hre 25

DurchlaBspannung der integrierten
Schutzdiode

lp=104& Ur 18 W
Induktive Energle

Up= 350V, Io=7 A Fig. 4.5 E, 200 mWs

Schaltzeiten

le= B A gy = —lgz = 50 MA, Togee = 25°C
Abfallzeit b 2 3 ps
Ausschaltzei Lap 8 20 ITE]
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Fig. 1 MeBschaltung fur: Ugacia

u, -
. (BR)CEO| =y
| | Leg=0.9 a4
Fc |
435 i Ins N -
.""'-u“h
P
-
1 * - - _|
I
480 4
Uce |
Yigricen 475 |
-
| N
| N
T
[TEELE] i i) 4?0 I = —
-50 i 50 100 150 °C
T{:nse—-r

Fig. 2 Impulsdiagramm
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Fig. 4 MeBschaltung fur: Induktiven Energietest
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